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This article discusses the effect of chemical treatment on the roughness of a 

silicon wafer surface. 

 

Вступ. В даний час активно розвивається виробництво альтернативних 

джерел енергії, а саме фотоелектронних перетворювачів для сонячних 

електростанцій (полікристалічних пластин кремнію).  

При виробництві напівпровідникові пластини проходять великий 

технологічний маршрут. Після різних процесів механічної обробки підкладки 

проходять хімічну обробку для очищення поверхні від різних забруднень і 

підготовки підкладок до наступних технологічних операцій. 

Основна частина. Хімічна обробка проводиться також при 

виготовленні структур без попередніх операцій, наприклад, при підготовці 

підкладок до з'єднання (зрощування) при виготовленні структур кремній на 

ізоляторі. Для збільшення ефективності очищення поверхні підкладок 

розробляють нові хімічні розчини, методи проведення процесів. 

Залежно від рівня технології, необхідного рівня чистоти і стану поверхні 

застосовуються різні методи проведення процесу хімічної обробки. 

На рис. 1, в наведена вихідна поверхня кремнієвої пластини.  

На рис. 2 представлені зображення поверхні і профіль шорсткості після 

проведення обробки кремнієвих пластин в буферному розчині NH4HF2 до 

повного видалення шару SiO2 з поверхні підкладок. Характеристики 

поверхні пластини після подібної обробки практично не змінюються.   

На рис. 3 наведені зображення поверхні і профіль шорсткості поверхні 

підкладки після проведення обробки кремнієвих пластин зануренням в 

розчинах H2SO4 / H2O2, NH4OH / H2O2 / H2O. Обробка в зазначених 

розчинах призводить до збільшення значень Rmax в 3,1 рази і Ra в 1,5 рази в 

порівнянні з вихідними зразками. Аналіз зовнішнього вигляду поверхні, 

профілю шорсткості, розподілу нерівностей за розміром показав істотне 

збільшення значень Rmax за рахунок присутності забруднень, хімічно 

пов'язаних з поверхнею.  

На рис. 4 наведені зображення поверхні і профіль шорсткості 

кремнієвих пластин після обробки аерозольно-крапельним розпиленням 

розчинів H2SO4 / H2O2; H2O / NF; NH4OH / H2O2 / H2O; HCl / H2O2 / H2O. 

Значення Rmax збільшилася в 1,6 рази, Ra - в 2,3 рази в порівнянні з 

вихідними зразками.  
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Рис. 1 – Поверхня вихідної 

кремнієвої пластини 

Рис. 2. – Поверхня кремнієвої 

пластини після обробки в 

буферному розчині 

  
Рис. 3 – Поверхня кремнієвої 

пластини після обробки методом 

занурення  

Рис. 4 – Поверхня кремнієвої 

пластини після обробки аерозольно-

крапельним розпиленням розчинів  

 

Висновки. Аналіз профілю шорсткості, розподілу нерівностей за 

розміром показав наявність локальних нерівностей поверхні зразків. 

Дослідження показали, що існуючі процеси хімічної обробки призводять 

до погіршення характеристик поверхні, збільшення значень максимальної 

висоти нерівностей (Rmax), шорсткості (Ra). Обробка в водному розчині 

HF і буферному розчині при температурі 20°С призводить до мінімальних 

змін характеристик поверхні.  
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